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Grupa katalogowa T§25

F

' 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sgq monolitycz-

ne, bipolarne analogowe ukiady scalone typu UL -1101N i
UL 1102N 'g;elniqce funkcje dwéch niezaleznych wzmachnia-
czy réznicowych, przeznaczone do pracy w elektronicznych

urzadzeniach powszechnego uzytku i urzqdzeniach wymag'a-

jacych zaétosowania. ukladéw o wysokiej i bardeo wysokiej ‘
jakodci, zgodnie z okredleniami wg PN-78/T-01615. Ukla- | : LI U ElEl 6] lZ.l
dy UL 1101N réiniq si¢ od ukiadéw UL 1102N tlko kole- e Foaloze

noécig wyprowadzeli ' | = - - QO 1YL VKK VL2

Kategorla kl]_matyczna dla uktﬂdéw‘ Rys. 2 SChemﬂ.t elektfyczny ukladu UL 1102N

- standardowe; jakosci (poziom jakodci 1) - 257070/ 21, Kolektor kazdego tranzystora ukiadu UL 1101N oraz UL

- wysokiej jakoéci (poziom jakodei I1I) - 25/070/56, © 7 1102N ]est odlzolowany od podloza zlgczem p-n. W celu-

- bandzo wysokiej jakosci (pozmm jakodci IV) - 2507056,  zapewnienia normalne1 pracy tranzystora, podtoze musi by¢
- Uklad scalony 1 stopnia (151) - wg PN- 73/ T- 01515 doiqczane do potencjalu nizszego niz kazdy potencjai  ko-
'-Schematy elektryczne ukladéw wg rys. li ry.s. 2, ', | lektora, aby poszczegdlne trapzystory byly . oduolowane-
o | od siebie. W celu wyehmlnowama niepozadanych 5przezeri ‘

pomle;dzy tranzystorami, podloze powinno byé uz:.emmone

Podloze

, ﬁ_l Iﬁ_— ' ' -~ dla przeblegow zmlennych przez odpowxedm kondensator.
T ’ I_I N 2 Przxklad oznaczema ukladow ) » L

a) standardowe] jakodci:

UKLAD SCALONY ANALOGOWY UL 1101N
BN-88/3375-39/06 *

b) wysokiej jakosci: :

~ UKLAD SCALONY ANALOGOWY UL 1101N/3
~ BN-88/3375-39/06

c) bardzo wysokle] jakodci: 3 '

_ \ UKLAD SCALONY ANALOGOWY UL 1101N/4

Rys. 1. .Schen}at elektryczny uktadu UL\ 1101N . . | ' o BN- 88]3375-.39/06

SRR T TE= 35 0e

' : Zgtoszona przez Fabryke Pé’rprzewodmkéw TEWA
: Ustanowaona przez Dyrektora Naukowo—Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikow dnia 26 listopada 1988 r.
* \ _ R jako ndrma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1989 r. _ -
' : (Dz. Norm. i Miar' nr 2/1989, poz. 4) - '

WYDAWNICTWA NQRMAle‘Ac?JNE LALFA" 1988, _ ' Druk. Wyd. No;m'. W-wa, Ark. wyd. 1,90 Naki. 2200 + 40 Zam. 780/89 - Cena zt 100,00



. o BN-88/3375-39/06

3. Cechowanie ukiadéw powinno zawieraé¢ nastepujgce - 2. ]?,adania w grupie A, B,’CiD -'wg BN-81/3375-39/00
dme: i ! p- 5'10 |

a) znak lub nazwe produc.enta., 6. Wymagania szczegdtowe dotyczgce badafd grupy A, B,
b) oznaczenie typu, CiD .

¢) oznaczenie wyprowadzen w ukladzie wg p. 4, "a) sprawdzenie parametréw elektrycznych - wg tabl:

d) date produkcji dla v._iyrobéw majgcych nadany znak 2 irys. 69,

. e ¥y
~ Jakosci "Q". b) sprawdzanie odpornoéci na narazenia elektryczne -

. - Ponadto uktady wysokiej jakoéci powinny byé znakowane wg rys. 4 irys: 5,

cyfra 3, a uktady bardzo wysokiej jako$ci - cyfrg 4 umiesz- ¢) masa wyrobu - 1 g,

czong po oznaczeniu typu. : d)-zakres temperatury otoczenia: w czasie pracy: t amb
| min -25°C tam b. max 70°C_’_
| | e)O?akres temperaturyoprzechowywania: t, b iy .
4. Wymiary i oznaczenie w;l,rprowadzexi ukiadéw - wg = -40°C, ., — +125°C, _
rys. 3itabl. 1. ' " - : ‘ f) wartodé AQL w podgrupie C6 - 2,5 (poziom jako$-

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta- CE70, cil).

B B B @ B & 2

- 7; _ |

A

BN=08873375-30716-1]

. .Tablicg 1. Wymiary obudowy CE 70

L

Symbol Wymiary, mm Kat Symbol | Wymiary, mm Kat
wymiaru. ‘ stopni: wymiaru " ‘stgpni i
; min nom max o .min nom max s
A - - 5¢1 | _ - | e | - | 2,54 - | -
A, 0,51 | - s : - e -] 7.62] - .
B : = w] s L 1 2.5 ; 4,50 .
b 0,38 | - | o, - M o -] s
e 0,20 - 0,36 . . z & |- - 2,54
D - - | 20,32 % e _- S On 15, °
E : 6,35° - -




BN-88/3375-39/06

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy A, B, Ci D

L P

* Oznaczenie Metoda pomiaru : Ny . : L Wartpbel grauleans
Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka :
pdarametru wg ; ‘_.
. min max
A2, B3, B4, c2V, c4, 20 .
‘ D1 ' ,
U rys. 617 I..=10pA “ o N
(BR)CS 8 ; Bs, B6, Cz, CS, CG, _C791 18 aa
c8 ]
» 4) N .
A2, B3, B4, C27°, C4, 20 "
D1 \
U PN-87/ I, =10 pA : :
BR)CBO ) c . L
. T-01504/04 I. -0 BS, B6, C2, C5, C6, C7
; : 18 -
. C8 \ a
| a2, B3 B4, 2V, 4, o _
7 D1 g ‘ ;
Ummeso | TG0 | TImA ‘ v —
L ; 1 =0 BS, B6, C2, C5, C6, o )
; ¥ cl,; €S & .3 # <
. ‘A2, B3, B4, c2M, ¢4 o ]
- 5 D1 .
U PN-87/ I, =10pA R
BR)EBO E \'
CRRL T-01504/04 [ =0 BS, B6, C2, C5, C6, 45
€ ¢7, C& ; -
2) _ S
-8 1
Upg 5’_\70157(44 101 Moy =3 ¥ Az, B3, c2) v ; 0,8
. ‘ 'IC =1 mA
_ . —— ‘
A2, B3, B4, C2', c4,
s . . 100
- PN-87/ Upg =10V nA
T-01504/05 i ® ‘ . -
1, =0 B5, B6, C5, C6, C7, C8 " 150
C2 pA - 3
v ¥ BN-83/ Ve ™% 1)
10 3375-26/22 I, =2maA, A2, B3, C2 '/, mV - "5
oraz rys. 8 ‘ Uo =0V
i 4) Upe = 12V,
UD
rys. 9 Ugg = -0V A2, B3, c2" dB 28
e napigcie punktu ¥ S ¥ : | B
pracy
U=-3,3V 3
f =1kHz

1) Wartoéé dla sprawdzenia parametréw eiewtirycznych,

Al

2) Ze wzgledu na wewngtrzne polaczenia szeregowe tranzystoréw, przy pomiarze napigcia baza-emiter badanego tran-
zystora nalezy uwzgledni¢ napigcie na tranzystorze dodatkowym (wprowadzajac go w stan nasycenia - tabl. 3).

3) Przy pomiarze uktadu UL 1102N, podloze nalezy dolacczyé do masy; elementy 120 pF oraz 150 ma;q za zadanie li-
kwidacje wzbudzen, - ' ;¥

4) Przy pommrze u.kladu UL 1102N, podlm,s- nalezy dolqczyc do masy.
Kole}noéé czynnosci przy pomiarze:
- ustali¢ warunki pomiarowe,
' - odczyta¢'na mierniku warto$é nap1qc1& U

- obliczyé wartos¢ réznicowego wzmocnienia napigciowego ze wzoru
: | | UO
- ) ) 3 ¥ ‘ AAU = 20 lg-t-J— ‘ [dB] 111]?

. ' . U
; ‘ 0
,. | A D= ff_ [V]




BN-88/3375-39/06

byé zwarte

4
" Tablica 3
UL 1101N - UL 1102N
Pomiar UBE» Warunki Wartosé n&pie;;- Pomiar UB i Warunki "~ Wartoéd ;mpiqcia,
‘ " ‘ pomiaru cia, ktdérg na- pomiaru ktérg nalezy
tra?zy oL ' lezy uwzglednic tranaystora ) a uwzglednid
T1, T2 I (T3) = 100pA Vo (T3.=01V{ T1, T2 I5(T3) = 100p A UCE(T:S)_ = 0,; \'4
TS,.T§ | IB (T4) = 100 pA U“.:..7 (T4) =0,1V T5: T6 IB ()Td) = 100pA UCI: (T4) =0,1V
T3 wyprowadzenia: |y (T1, T2) = I3 wyprowadzenia: UC—‘E (T1, T2) =0,7 V
1,12, 13, t4mu-" | CF 1, 2, 13, 14 mu- - |
szg by¢ zwarte L szg by¢|zwarte e
T4 wyprowadzenia: U.. (T5, T6) = T4 wy*prowacizenia: U..(T5, T6) =0,7 V
. . CE CE ;
5: 6! 8! 9muszQ w0 IV ¢ 6! 7! 8,.9muszq
- ’ byé zwarte )

24032 -

EN=-8873375-30/06-4]
Rys. 4. Schemat elektryczny ukiadu do badania odpornosci

. na narazenia elektryczne uktadu UL 1101N

I

+1£ﬁ |

Tk R2

240 - 15kR

s

Rys. 5..Schemat elektryczny ukiadu do badania odpornosci
na narazenia elektryczne ukladu UL 1102N

- [ER-B8E/3375-30706S

BN-88/3375-39/06-5

Rys. 6. Uklad pomiarowy do pomiaru napiecia  przebicia

kolektor-podtoze U

(BR)CS
L 5. TG' '-

tranzystoréw T1, T2

lub

Rys. 7. Ukiad pomiarowy do pomiaru napiecia

. BN=BE/3375 39708

kblektor-pddloie U‘( BR)CS tranzystoréw T3, T4

przebicia



.

BN-88/3375-39/06
- : . -* 4 V _.
rm:aszn %R £05%
1408 e .
F———— .
120pF 120pF

T B

BN-B0/3315-30706-B]

1.5k 057

“B. 7V

Rys.B. Uklad do pomiaru wejSciowego napigcia niezréwnowazenia UI' 0

Tu . Tb --para tranzystoréw T1, T2 lub T5, T6

Iaék.-rz;qsz'

. FO,'I,uFI

-6V

' BN=EEZIITS-305-0]

Rys. 9. Ukiad do pomiaru réznicowego wzmocnienia napieciowego- AU D

T,s Ty - para tranzystoréw T1, T2,lub.T5, T6

/. Pozostate postanowienia - wg. BN-81/3375-39/00.

- Informacje dodatkowe

"KONIEC



Informacje dodatkowe do BN-88/3375-39/06

INFORMACIJE DODATKOWE

Naukowo-Produk-

1. Instytucja opracowujgca norme -

cyjne Centrum Pétprzewodnikéw, Fabryka

- kéw TEWA, Warszawa.

2. Normy zwigzane

Pélprzewodni-

PN-87/T-01504/01 Tranzystory. Pomiar hZIE i *, napie-

cia U_ ..

"BE

PN-74/T-01504/03 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia .

. -U(Bn)cw: U(Bn)cas’ ;U(B_R)C.‘ER' U(BR)cax
PN-87/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia

'U(BR)CBO

i Ulgrygno

PN-87/T-01504/05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecz-

nych

IC‘BO i I
PN-78/T-01615

nia i badania

EBO P _
Mikroukiady scalone. Ogdlne wymaga-

BN=-83/3375-26/22 Analogowe uklady scalone. Pomiar na-
pigcia niezréwnowazenia wejéciowego U
BN-81/3375-39/00 Uktady scalone analogowe. Wymagania

* 1 badania

UL 110IN - 1156311101002,
UL 1102N - 1156311103004,

4. Wartosci dojgg_iczalne - wg tabl. 1-1 (przy ¢,

b
- 357CY. :

b-

2. _Dane charakterystyczne - wg t.ﬁbl. 1-2 (przy tcm

- 25°C).

Tablica 1-1., Wartodci dopuszczalne

Li) Oznaczenie parametru Nazwa pomiaru Jédnostka Wartoéci dopuszezalne
' , . min max
1 T2 3 4 5 6
i Moc tracona w kolektorze jednego tran- i ‘ _ '
: Py (1) zystora : ' m¥ . o o
2 P . Moc tracona w calym ukladzie przy ¢ =" mW - 750
d o ambd ;
= 25°C :
3 U o Napiecie kolektor-emiter V - - ' 15
4 Uon Napigcie kolektor-baza FlerT W _ - 20
5 UC s ~ Napigcie kol‘ektor-podloie' \'; _ - 20
6 Ueg ' Napiecie emiter-baza Vv - o
7 I c ' Prad kolektora / jednego tranzystora mA | - 50
8 tamh Temperatﬁré. otoczenia w czasie pracy P -25 70
9 tetg Temperatura przechowywania " -40 | 125
= o
Tablica I-2. Dane charakterystyczne,
) : Wartosci parametru
Lp. Qengezenie Nazwa parametru - Warunki pomiaru Jednostka _
parametru . : _min typ max
1 U BR}&E 0 Napiecie przebicia kolektor- | I c =1 mA : v 15 26 -
( ' ~emiter § : B
B =0
2 v( ‘B0 Napigcie przebicia kolektor- ' 1 =10pA . v 20 65 i
BR)CB -baza ‘
- I..=0
v E I - . -~
3 U(grjcs Napigcie przebicia kolektor- | I .o = 10 pA v 20 65 -
_ -podloze - '
- . :
4 U Napigcie przebicia emiter- I, =10gA v 5 7 .-
(BR)EBO -baza ‘ :
‘ g . I c - 0
5 '[}BE Napiecie baza-emiter Uop =3V N - 0,715 0,8
I ¢ = 1 mA




Informacje dodatkowe do BN-88/3375-39/06

cd. tabl. 1I-2

1

- : Warto$ci parametru
Lp. Censczsnie Nazwa parametru ~ Warunki pomiaru Jednostka |-
parametru : min typ. max
' - . - 00
6 1 CBO Prad zerowy kolektora UCB‘ 10V nA 1 i |
' IE =1
7 UI-O Wejéciowe napigcie niezréw- UCB -3V mV - - 5
, nowazenia I _ —
E
8 Avb (1) R.éz‘:nicovfe wz‘moéniehfe napie- UCC «12V dB , 28 32 -
ciowe pojedynczego wzmac~ s A
. . . EE -
. niacza réznicowego naplecie punktu pracy
U =-3,3V '
f =1kHz
9 AUD ( 25 : Rléir!.icowe w'zmoénien'}e _na-.' Uct =12V .dB - 60 -
pigciowe dwéch wzmacniaczy |y =~ _ 6V
réznicowych (W potaczeniu nfgigcie e ———
f =1kHz
10 . AGC(U' Zakres automatycznej regula- UCC” 12V ) dB - 75 -
4 cji wzmocnienia pojedynczego U =-6V
wzmacniacza réznicowego ng pmtqcie puniktu pracy
U - "3,3 v
f =1kHz
11 AGC,, Zakres a.utom&tyc'znej regula- UCC =12V dB - 105 -
3 ! ')'. cji wzmocnieria (dwdch wzma- U x-6V ‘ .
cniaczy réznicowych w polg- nfli ’\cie W
czeniu kaskadowym) U P’Q_S‘ SPV e peaey
| § =1kHz
12 | CMRR Wspdtczynnik ttumienia sygna{ U, .= 12 V dB - 100 -
tu wspdlnego : U C 6V :
EE " -
napigcie punktu pracy
U «-3,3V
f =1kHz
) ‘ ;
13 |h .Matosygnatowa awarciowd im-| U, =3V - kQ - * BB “
1l1e ; CE -
: pedancja wejsciowa w ukla- T :
dzie wspélnego emitera (o k!]fll.
, f =1lkHz
14 h 12€ Matosygnatowy rozwarciowy UCE =3V ” = 2 .10'4' -
: wspdtczynnik wstecznego 1 i
przenoszenia napigciowego w c -
uktadzie wspdlnego emitera f =1kHz.
15 h. Matosygnatowy rozwarciowy |U_.. =3.V - - 110 .
2le , : % R CE
wspéiczynnik przenoszenia 1 - 1 mA
pradowego w ukladzie wspdl- | “¢ =
nego emitera “f = 1 kHz
16 | h Malosygnatowy rozwarciowa |U,_ =~ =3V pS - 15 -
22e Wiy - CE
admitacja wyj$ciowa w ukta- I g
dzie wspdlnego emitera C .
f = 1 kHz
17‘ f.T Czestotliwo$¢ graniczna ‘UCE = 3V MHz - ‘550 -
. /| Ic - - 3 mA
f§.. =100 MHz '
: p.
18 | F Wspdtczynnik szuméw (poje- | Uy, =3V dB . 4 .
dyriczego tranzystora) :
= 100
I ¢ 100 p A
. = 1 kHz
; R a =" 1k




